 BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan
: Berdasarkan data-data 3ang dizeroleh dari pencatuan resistivitas lapisan tipis

siIikon atnorf terhidrogenasi (a-Si:H) pada suhu kamar, dapat disimpuikan :bahwa;

1. Telah berhasil dibuat lapisan tipis a-Si:H dengan metode evaporasi dan dilanjutkan
dengan deposisi H; dengan plasma lucutan pijar RF, dengan resistivitas terendah
sebesar (7,360 % 0,050 ) x 10° Qcm,

2. Yariasi suhu substrat, padafdgya RF 40 W saat proses hidrogenasi, menghasilkan
l;apisan tipis a-Si:H dengan resistivitas terendah pada suhu 300 °C,yaitu sebesar
(3,191 + 0,032)x 10° Qcm._‘ Untuk variasi daya RF pada subu substrat 300° C,
diperoleh resistivitas lapisan tipis a-Si:H terendah pada daya 50 W, vaitu sebesar
(1,085 + 0,022) x 10° Qem: Pada variasi subu anil diperoleh resistivitas a-Si-H
tejrendah pada subu anil 400° C, yaitu sebesar (7,360 + 0,050} x'10° Qem.

3. Resistivitas terendah diperdleh dari lapisan tipis a-Si:H yang dibuat dengan
menggmakan daya RF 50 watt, suhu substrat 300 °C dan mengalami proses anil

dengan suhu anil 400 °C, yaitu sebesar (7,360 £ 0,050 ) x 10°Qom,
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5.2. Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada proses hidrogenasi dengan daya
RF iebih dari 50 W, sehingga dapat diketahui pada daya berapa resistivitasnya
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